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Beschreibung 

Die Enfcdung betriff, neue Po.yth.ophen-Disper.onen. ihre HersfeHung und ihre Ve^endung zur antistafischen 
AusrOstung von Kunststoff-Formteilen. rt «eta«erh*n Ausrustuna von Kunststoff-Formteilen und als orga- 

981 SrS. ^ durch 5 

rnonomo.eKu.aren Sauren Gegenwar/von Mono- Oder 

Polysauren bezeichnet) beschneben. D,e usungsmrtteln un.6s.iche Puhrer Oder 

'"T^P-A^s^^^ 

Gruppen subslftuierten Polythiophenen mit Monosauren ^^^^S^mL^V<i^ 
deMriseh leitenden Beschichtungsmassen beschnebe ^ D " 

narrtich durch efektrochemisohe Oxidation der SSSSSSSSSTSS ZfiJL*** in Form ihrer 
horaestelrt Zur antistatischen AusrOstung von Kunststoff-Formteilen weroen oie* y w 
S^in^schen aprofcchen. subsftuierle „ Pdythiophenen 
In der EP-A 339 340 sind Gemische von in 3,4-Stellung ^JJ^JJJrJJJ. Kondensatoren beschrieben. 

auf Kunststoff-Formteilen erzeugen kann. _ nahfln waccpr audi andere protische Lfisungsmittel in Betracht, 
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aufgebaut sind, in der 
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Oder Phenyigruppen substituierten Ethylen-1 ,2-Rest. einen Propylen-1 ,3-Rest oder einen Cycle 
hexylen-1 ,2-Rest bilden, 

in Gegenwart von Polyanionen der Polystyrolsulfonsaure. iMmma „ wwpn kflnnen seien 

5 3s Vertreter der gegebenenfalls substituierten CvC 4 -Alkylenreste, die H, und R 2 zusammen 

„ ^!£&££L P***-**-*"" to «n P*«*»n w«den dud. odd**. P* 

merisation von Verbindungen der Formel 

R 1 QX. r^ORo (ID, 



20 



30 



35 



40 
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und R 2 die unter Formel (I) angegebene Bedeutung haben. 

mHfOr die oxidative Pe^sati^ 

nischen ZTng^Mel oder - vorzugsweise -in Wasser gelOst und die Losung eolange be, der vorgesehenen Poiyme- 

benen^s teta^sKlengen an Metallsafcen enthaltende Losung soiange Luf. oder Sauerstoff angeiertet fa. d.e 

Polymerisationstemperatur und Ox^onsmitte. Kann die 

^ SSStl^ vorliegenden Zubereitungen KOnnen unm^rzur 

SSze oraanischer Sauren und organische Resle autweisender anorganischer Sauren. ferner f 7 ^! 
der SSSSZSLJL von C^-Alkanolen. ,B. das Fe-I.i-Sa.z des Uurytsulfates genannt. 
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Als Eisen-lll-Salze organischer Sauren seien beispielsweise genannt; die Fe-I.l-Salze T^^SSS^ 

Es konnen auch Gemische dieser vorgenannten Fe-lll-Salze organischer Sauren e.ngesetzt werden_ 
FOr^e^datoe Polymerisation der Thiophene der Formel II w ®^ CT .^ w ^'^g g^g87 M9^) Aquwalente 
OxWationsmittel beno«gt (siehe z.B. J. Polym. Sc. Part A Polymer Cheney Vol. 26 & _ 128 V W 

Praktisch wird das Oxydationsmittel jedoch in emem gewssen UberschuB. z.B. einem UDerscnuu von u. 

^Toi^^^ 

chenfCe^ 

Polymeredie fOrdiesenZweckgeeignetsindwerdenbe.spielswe.se in DE-A2541 230. DE A2541 274, ut a« 

• -": * "-^^rrrr: 

=SE£S££S£S2=S=S 

genidemulsionsschichten abgewandten Seite des Schfchttragers auta<*»cM w.rd bjs 2 

50 Die Polythiophendispersion wird vorzugsweise in e.ner Menge von 0.01 bis 0.3 gfti*. vorzugwe.se u.u* 

^Eh wSToegenstand der Erlindung H ein fotografsches Material, das eine An^kscNcht mit einer erfin- 
dungsgema&en Polythiophendispersion aufweist. 

55 Beisoiel 1 

in eine Losung aus 2.0 g (11 mmo. SOaH-Gruppen) PolystyrolsuKonsaure (MG4000), 05 9^^^ 
phen i S «£ 2nd 0.05 g Eisen-l.l-suHat (0.2 mmo.) in 20 ml Wasser wird 24 Stunden be. Raumtemperatur Luft 
eingeleitet; in dieser Zert farbt sich die Reaklionsmischung hellblau. 
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rel. Feuchte). . nritt(>l verd0nnt en Zubereitung beschichtet (Trockertfilmdicke der 

fFU^derFolie:10»fi(beiO%reLFeuchte). _ ... Mel Heren D H-Wertmit 10 gew.-%iger Natron- 



rel. Feuchte). 
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Reis piel 2 

■-r .i^ in <n mi Wasser wird unter ROhren mit 1 ,8 g (0,01 Mol S0 3 H) 

chenwiderstand (Rob) der Folie; 2 x 10 7 £i 
^LCs^auslOg^^P^ 

(0.18 mmoO 3.4-Ethylendioxy-thiophen in 100 ml ^ ^^2^^. di6 Folie wird bei 70'C vom 
( MitdersoerhaKenenr*.to^ 

Beis piel 4 . 

Eine gemSB Beispie, 3 hergeste,.te J »2S23SSSK 

einenFesL«geMtvonO*Gew.^ 

Anspulwalze auf eine mit einer ^^^J**^ Rim belrftgt nach dem Trocknen 150 mam* 

beSnichtete Rim wird bei ^f^^^^^r^ Feucjkeit einen Oberffccher^derstand 
Die fast larblose. transparente Antistatikscriicm weisi oei u « 

schicht versehene Triacetatfilmunterlage erhalten. 



50 



55 



5 x 10» a auf. 
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.Beispiel ,6 



Beis piel 7 
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,„ die LOsung von 5.5 g (26 ^ SO,Na) K»2 S2T2f5 

suKonsaure. 2.5 g (17 mmoQ 3.4-Ethylendioxythiophen und 0.25 g (1 mmol) Bsen III suifat 

"* 2 SSSSS^K W« rtrocKen.i.mdicke etv* 0.7 M einen ObenKchenwiderstand (Roe) 



von7x10 7 Qauf 
Beispiel 8 



" D.egernaBBeispie^be^^ 
5.0 g Polyvinylalkohol solange gerOhrt, bis eine homogene ^^H^^enrTrockerfymdicke etwa 0.7 jun) 
Die iubereitung wird auf eine Po.ycarbonatfo.ie aufgerakelt Nachden , (JJ-« ^' 
weistdie Anfistatikbeschichtung einen OberflacherMnderstand (Roe) von 1.5 x 10» Q (be. 

Beispiel 9 

DieMengenangabenbeziehensichjeweiteatrfl f 'f'^ 100 g AgNOs 

AgN0 3 ; alie Silberhalogenid-Emulsionen smd m.t 0,1 g 4-Hydroxy-6 metnyi i t o ( aa. rei 



stabilisiert. 
< ^hirhtaufbau: (Vorderseite) 
1. Schicht : (Antihaloschicht) 



0,2 g schwarzes Kolloidales Silber 

1,2 g Gelatine 

40 0,1 g UV-Absorber UV 1 

0,2 g UV-Absorber UV 2 

0,02 g Trikresylphosphat 

0,03 g Dibutylphthalat 

45 2. Schicht : (Mikrat-Zwischenschicht) 

0,25 g AgN0 3 einer Mikrat-Ag (Br,J)-Emulsion; mrttlerer Korn-c * 0.07 |im, 0,5 Mol-% lodkJ 

1,0 g Gelatine 

0,05 g larbiger Kuppler RM 1 

so 0,10 g Trikresylphosphat 

SLSchifihl: (niedrig empfindlich rotsensibilisierte Schicht) 

2,2 g AgN0 3 , 4 Mol-% lodid. mittlerer Korndurchmesser 0,45 Jim. rotsensibilisiert 

50 mg farbiger BlaugrOnkuppler RM 1 und 

30 mg DIR-Kuppler DIR 1 emulgiert in 20 mg TKR 
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4. Schicht : (hochempfindliche rotsensibilisierte Schicht) 

2,8 g AgN0 3 . 8.5 Mol-% lodid mWlerer Korndurchmesser 0.8 |im. rotsensibilisiert 
5 o'lg ^raaugron^ 
3. Schicht : (Trennschicht) 

0,7 g Gelatine 
w 0,2 g 2,5-Diisooctylhydrochinon emulgiert mit 0,15 g DBr 

6, schicht : (niedrigempfindliche grunsensibilisierte Schicht) 

1 8 g AgN0 3 einer spektral grOnsensibilisierten Ag(Br, D -Emu.sion m* 4,5 Mol-% lodid und einem mitferen Korn- 
75 durchmesser von 0,4 |im. grOnsensibilisiert, 

1,6g Gelatine 
0,6 g Purpurkuppler M 1 
50 mg Maskenkuppler YM 1 

emulgiert mit 50 mg TKP, 
20 30 mg DIR-Kuppler DIR 2 

emulgiert in 20 mg DBP 
30 mg DIR-Kuppler DIR 3 

emulgiert in 60 mg TKP 
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7. Schicht : (hochempfindliche grunsensibilisierte Schicht) 

2,2 g AgN0 3 . mit 7 Mol-% lodid und einem m'rttleren Korndurchmesser von 0.7 ^m, grOnsensibilisiert. 
1 t 4g Gelatine 



i ,-r a — 

0,15 g Purpurkuppler M 2 

emulgiert mit 0,45 g TKP, 

30 mg Maskenkuppler gemSB 6. Schicht 
emulgiert mit 30 mg TKP 



kSehjcJit (Trennschicht) 

35 

0.5 g Gelatine 



0.5 g Gelatine 

0, 1 g 2,5-Diisooctylhydrochinon emulgiert mit 0,08 g DBP 
9. Schicht : (Geltrfilterschicht 

40 

0,2 g Ag (gelbes kolloidales Siibersol) 
0,9 g Gelatine 

0,2 g 2,5-Diisooctylhydrochinon emulgiert mit 0,16 g dbk 
45 lOebictt: (niedrigen 

0.6 g AgN0 3 . 4,9 Mol-% lodid, mittlerer Korndurchmesser von 0,45 urn, blausensibilisiert, 

0,85 g Gelatine 

0,7 g GelbkupplerYl 

so emulgiert rn'rt 0,7 g TKP, 

0,5 g DIR-Kuppler DIR 3, emulgiert mit 0.5 g TKP 

11. Schicht : (hochempfindliche Wauempfindliche Schicht) 
55 1,0 g AgN0 3 , 9,0 Mol-% lodid, mittlerer Korndurchmesser 0.9 urn, blausensibilisiert 

0,85 g Gelatine, . 

0.3 g Gelbkuppler gemaB 10. Schicht emulgiert mit 0.3 g tkk 
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12. Schicht : (Schutz- und Hartungsschicht) 

0,5 g AgNOs einer Mikrat-Ag(Br,!>Emul«on, mittlerer Korndurchmesser 0,07 >m 0,5 Mol-% tadd. 



1,2 g Gelatine 
5 o.4 g Hartungsmittel der Formel 



(CH2=CH-SO r CH r CONH-CHr)r 



1 ,0 g Formaldehydf anger der Formel 
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UV-1 



10 



15 



CH 3-(ZV CH=C 



! 

- (CH 2 -C) X - 
^C00CH 2 CH 2 0CO 



CHo 

! 3 

-(CH 7 -C) V - 
! 

COOCH 3 



Gewichtsverhaltnis : x : y = 7:3 



UV-2 



C VN-CH=CH-CH=C A \ 

C 2 H 5 S0 2 U 
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M 1 



■<CH* 



! 3 

-C)— 



CO 

! 

NH^ 



-(CH 2 -CH)- 

! 

CO0-C 4 H 9 -n 
26 Mol-'/. 



74 Mol-% 



CI 
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50 



M 2 



h 3 \t- -^Cl 



0^h 2 -c^Q^so 2 ^3>^-ch-co-nh^3H(ch 2 )3^=^ 



C 12 H 25 
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C 4 H 9 



C 2 

OH 
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NH 

! 

CO-0-i-C 4 H 9 



Gesamtschichtdicke (trocken) des Color-Aufbaus betragt 24 |im. 
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Antistatikschichten (ROckseiten) 
1a u£elistetenAmistat^^ 

wird auf eine rOckseitig zusatzlich mit einer Haftschicht versehene Triacetat-Unterlage aufgebracht. 
DieHerstellunqdesAntistatikumsPolythiophen/PSSgeschiehtwiefolgt: 

ManvLeWeS 

die Dispersion mit 300 ml Wasser verdOnnt (=Stammdispersion; PdythiopherVPSS-Gehalt: 2 6 ,0m* 

Die in der Tabelle unter den Antistatikschichten angegebenen Leitfahigkertswerte ^T^SS^ 

derstand (OFW) in Ohm pro Quadrat, angegeben als Ob bei verschiedenen rel. Luftfeuchfgkerten) verdeuthchen den 

Vorteil der erfindungsgemSBen neuen Antistatikschichten auf Polythiophenbasis: 

1 Die OFW-Werte der polythiophenhaltigen Schichten sind im Vergleich zur reinen PSS-Schicht (= Vergleichstyp 
? 21 JJS^tSE*. (10 %) andert sich die ObediaCenleit,^ der Po^tophenschicnten 



20 Beisoiel 10 
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64.6geiner Dispersion auf Basis von 47.5 Gew.^Methacryisaureme^ 
oA2^Lido-2-methylpropansulfonsaure, Natriumsalz. mittlerer Teilchendurchmesser 171 nm in Wasser mrteinem 
Gew % werden mit 500 ml Wasser verdOnnt. Nach Zugabe von 5,4 g Kahumperoxidsulfat. 2.0 

dem Trocknen erhait man eine Ware Beschichtung mit einer optischen Dichte von 0,01 .m ortho-Bere.ch (we.Bes Lent) 
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und einem Oberfiachenwiderstand von 6*1 0 7 Q/o. 



Tabelle 1 





Antistatikschicht 


Vergleichsbeis 


piel 


5 




1a 


2a 


3a 




Pdystyrolsulfons&ure-Na-Salz (13 gew.-%ig in Hfi) [ml] 


33 


_ 


- 




Polythiophen/PSS [g] 




3 


3 


10 


Wasser [ml] 




2 


247 


484 




Methanol [ml] 




365 


100 


500 




Aceion [ml] 




600 


650 


- 




Netzmittel (4 gew.-%ig in Wasser) 






10 


15 


Polyethylendispersion (5 gew.-%ig in HtO) [ml] 




_ 


3 




NaBauftrag [mi] 


16 


20 


20 




Deckschicht 


1b 


2b 


- 


20 


Cellulosediacetat (10 gew.-%ig in Aceton [ml] 


20 


20 






Methanol [ml] 




530 


330 






Aceton [ml] 




430 


630 






Wasser [ml] 




19 


17 




25 


Polyethylendispersion (5 gew.-%ig in H2O [ml] 


1 


3 






NaBauftrag [ml] 


15 


15 






OFW [O/o] 


bei 50%RF 


2-109 


5107 


3-107 


30 




bei10%RF 


5*1010 


6-107 


3107 




nach der Entv 


vicWung 


>1012 


9-107 


6-107 




bei 50 % RF 










35 


opt Dichte (weiB) 


0,06 


0,07 


0,07 
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BeispielH 

a) Herstelluno des Polvthioohens: 

In eine Lfisung aus 50 g Polystyrolsulfonsaure, 6,0 g Kaliumperoxidisulfat und 14,0 g 3.4-Ethylendioxythiophen in 
1000 ml Wasser wird 24 Stunden bei Raumtemperatur unter Ruhren Luft eingeblasen. Die Zubere.tung hat einen Fest- 
stoff-Gehalt von 5,7 Gew.-% (1 h 100°C) und ist gebrauchsfertig. 

h) ^orQ^i^n^ riPr Antistatikschicht: 

Auf eine Polyethylen-terephthalat-Unterlage (PET), die mit einer Haftschicht aus einem Terpolymerlatex aus vlny- 
Hdenchlorid^lethacrylaVltaconsaure und kolloidaler KieselsSure mit einer Oberfiache von 100 m2/g versehen isl bnngt 
man eine Zusammensetzung aus 66 ml der obigen Polythiophenzubereitung und 2 ml einer 5 gew.-^gen Netzmittel- 
Idsung in 932 ml Wasser auf. 

NaBauftrag; 50 mWI: GieBgeschwindigkeit: 5 m/min: Trockentemperatur: 120°C/2 mm. 

Man erhalt eine nahezu farblose Schicht mit folgenden Oberf lachenleitfahigkeiten: 



55 



OFW [Q/D] bei 30 % RF 



vor fotografischer Verarbeitung: 
0.7109 

nach fotografischer Verarbeitung: 
4-109 
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Die Schicht ist also permanent antistatisch. 
Beisoiel 12 

Die gemaB Beispiel 1 1 hergestellte Antistatikschicht wird zusatzlich mit einer Deckschicht aus 1 g m* 
methacrylat (PMMA) uberschichtet Diese wird aus einem LOsungsmittelgemisch aus AcetorVMethoxypropanol 80/20 
vergossen. Die transparente Antistatikschicht hat folgende Oberfiachenwiderstande [Ofa], 
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30%RF/21°C 


60%RF/21°C 


vor fotograf ischer Entwicklung 
nach fotograf ischer Entwicklung 


1,6-1010 
1 ■ 1010 


0,15-1010 
0,03 • 1010 



MiSt man kapazitiv die AbWingzeit der elektrischen Aufladung [RC in msec] so erhalt man folgende Werte: 





30%RF/21°C 


vor fotografischer Entwicklung 
nach fotograf ischer Entwicklung 


0.53 
1,1 



Wie aus den Werten ersichtlich ist, zeigen die erlindungsgemSSen Antistatikschichten neben hoher Leitfahigkeit 
sehr gute Permanenz, wobei die OberflSchenleitfahigkeit nach Entwicklung nodi zunimmt 

30 Beispiel 13 

Besonders gute Oberfiachenleitfahigkeiten erhalt man mit einer Antistatikschicht der folgenden Zusammensetzung: 



35 



40 



45 



Polythiophenzubereitung gem. Beispiel 11 (5,7gew-%ig) 


66 ml 


Wasser 


820 ml 


Isopropanol 


100 ml 


Polyurethandispersion, 40 gew.-%ig 


1,5 ml 


Polyethylendispersion, 2,5 gew.-%ig 


15 ml 


Netzmitel, 10gew.-%ig 


1,5 ml 




1000 ml 



50 
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Auftrag: 30 rtf/l; GieGgeschwindigkeit: 8 m/min; Trockentemperatur 130°C/1,25 min 





OFW [p/o]: 


30%RF/21°C 


60%RF/21°C 


5 


vor fotografischer Entwicklung 
nach fotografischer Entwicklung 


<0,1 ■ 108 
3-108 


<0.1 ■ 108 




RC [sec] 






10 


vor fotografischer Entwicklung 


<0,0064 




nach fotografischer Entwicklung 


0,05 



Oberschichtetr^ 

geringere OberliachenleitfShigkeiten (= hOhere OFW-Werte). die fur Verblitzungen entschejdende kurze Abtangzeit for 
elektrostatische Auf ladungen bleibt unverSndert kurz, vor allem auch noch nach der Entwicklung. 
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OFW [QJo]: 


30%RF/21°C 


60%RF/21°C 


vor fotografischer Entwicklung 
nach fotografischer Entwicklung 


3-109 
0,3-109 


0,04*109 


RC [msec] 






vor fotografischer Entwicklung 
nach fotografischer Entwicklung 


<0,0064 
<0,0064 



Optische Dichte der Schichten: 


Ortho: (350-630 nm) 


0,01 




UV: (370 nm) 


0.01 
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Patentanspruche 

1 . Dispersionen von Polythiophenen, die aus Struktureinheiten der Formel 



R 1 0\ 



CI), 



so aufgebaut sind, in der 

Rl U nd R 2 zusammen einen gegebenenfalls substituierten C r C 4 -Alky1en-Rest bilden, 

in Gegenwart von Polyanionen der PolystyrolsulfonsSure. 

2. Polythiophen-Dispersionen gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB Ri und R 2 MWJ; 
benenfalls dutch Alkylgruppen substituierten Methylen-. einen gegebenentalls durch CrC 1r Alkyl- Oder Phenyl 
gruppen substituierten Ethylen-1 ,2-Rest, einen Propylen-1.3-Rest Oder einen Cyclohexylen-1.2-Restb.lden. 
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3. Verfahren zur Herstellung der Pdythiophen-Dispersionen gemaB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. daB man 
Verbindungen der Formel 



R-0\ r^0R 9 (II), 



in der 

Ri und R 2 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben, 

mitfurdie oxidative Polymerisation von f m 

von Polystyrolsulfonsaure bei Temperaturen von 0 bis 100'C oxydativ polymensiert 

16 4. Verfahren zur antistatischen AusrOstung von Kunststotf-Formteilen, dadurch gekennzeichnet daB man Polythio- 
phendispersionen gemaB Anspruch 1 einsetzt 

5. Verfahren zur antistatischen AusrOstung von Kunststoff-Formteilen, dadurch gekennzeichnet. daB man wSBrige 
20 Zubereitungen der Polythiophendispersionen einsetzt. 

6 Verfahren zur antistatischen AusrOstung von fotografischen Materialien, dadurch gekennzeichnet, daB man eine 
Schicht, enthaltend Polythiophendispersionen gemaB Anspruch 1 auftragt 

25 7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet, daB man die Polythiophendispersionen in einer Menge von 
0,001 bis 0.3 g/rri 2 einsetzt. 

8. Fotografisches Material mit einer Antistatikschicht. dadurch gekennzeichnet daB die Schicht wenigstens ein Poly- 
thiophenpolysaure-Zubereitung gemaB Anspruch 1 aufweist 

30 

Claims 

1 . Dispersions of polythiophenes synthesized from structural units corresponding to the following formula: 



35 



R^O^ 



40 



45 



in which 

Fh and R 2 together form an optionally substituted d_4 alkylene group, 

in the presence of polyanions of polystyrenesuHonic acid, 
o PoMhioohene dispersions as claimed in claim 1 . characterized in that, in formula (I), Ri and R 2 together represent 
so a 1 ,3-propylene group or a 1 ,2-cyclohexylene group. 
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3. A process for the production of the polythiophene dispersions claimed in claim 1. characterized in that compounds 
corresponding to the following formula: 

XT 2 



in which 

Ri and R2 are as defined in claim 1 , 

are oxidative* polymerized with oxidizing agents typically used for the oxidative P*neriata of pyrrole and/or 
witt) oxygen or air in the presence of the polystyrenesulfonic acid at temperatures of 0 to 1 00 C. 

4. A process for the antisfatic treatment of plastic mouldings, characterized in that the polythiophene dispersions 
claimed in claim 1 are used. 

5. A process for the antistatic treatment of plastic mouldings, characterized in that agueous preparations of the poly- 
thiophene dispersions are used. 

6. Apnxesstortheartistatict^^ 

ophene dispersions claimed in claim 1 is applied. 

7. A process as claimed in claim 6. characterized in that the polythiophene dispersions are applied in a quantity of 
0.001 to 0.3 g/m*. 

8. A photographic material with an antistatic layer, characterized in that the layer contains at least one polythiophene 
polyacid preparation according to claim 1. 

Revendicatlons 

1 . Dispersions de polythiophenes construes de motif de structure de formule : 



-/OR 



R^Rzforment ensemble un groupe alkylene en C r C + eventuellement substitue. 
i en presence de polyanions de facide polystyrenesulfonique. 

2 Dispersions de polythiophenes selon la revendication 1. caracterisees en ce que R, et R 2 repres ente "t ensemble 
^pTmettS eventuellement substitue par des groupes alkyles. un groupe 1 - 2 ^^^^ 
subSe par des groupes alkyles en C r C 12 ou phenyle. un groupe 1 ,3-propylene ou un groupe 1 .2«yclohexylene. 

' 3. Procede de preparation des dispersions de polythiophenes selon la revendication 1. caracterise en ce que Ton 
soumet des composes de formule : 

5 R.CP^ r^OK? (ID* 

Xf 



17 



EP 0 440 957 B1 

dans laquelle 

Ri et R 2 ont les significations indiqu§es dans la revendication 1 , 

oxidative du pyrrole et/ou avec I'oxygfcne ou l air, en presence d'acide polystyrfcnesuKomque. 

5 4. Proc«pwlelnritomert 

des dispersions de polythiophfcnes selon la revendication 1 . 

5. Prcc^pourletra^^ 
w des compositions aqueuses des dispersions de polythiophfcne. 

6 Proc6d6 pour le traitement antistatique de mat6riaux photographiques, caract6ris6 en ce que Ton applique une 
couche contenant des dispersions de polythiophfcnes selon la revendication 1 . 

,5 7. Proc6d6 selon la revendication 6, caract6ris6 en ceque Ion applique les dispersions de polythiophfcnes enquantit* 
de 0,001 & 0,3 g/m2. 

8. Mat6riau photographique portant une couche antistatique, caract6ris6 en ce que la couche contient au moins une 
composition de polythioph&ne-polyacide selon la revendication 1 . 

20 
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